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多量子阱激光二极管质子辐射效应及其退火特性

黄绍艳   刘敏波   唐本奇   陈伟   肖志刚   王祖军   张勇   

(西北核技术研究所, 西安710024)

摘要:研究5和2 MeV质子对法布里-珀罗（FP）腔结构及分布反馈（DFB）结构的多量子阱激

光二极管的辐射效应，结果显示：在5×1012～5×1013 cm-2质子注量范围内，随着注量的增

大，激光二极管阈值电流逐渐增大，电流-电压特性的低压区电流渐渐增大。由 60Coγ总剂

量实验结果推断:质子对实验器件的损伤源于质子位移效应。采用Trim程序的模拟结果表明：

在2 MeV质子射程以内，2 MeV质子要比5 MeV质子产生的空位数多。这使得相同辐照注量下，

2 MeV质子要比5 MeV质子导致的阈值电流增大更多，损伤更为严重。激光二极管辐射损伤存

在着正向偏置退火效应，FP和DFB结构的二极管具有相似的加电退火规律，均可拟合成指数衰

减形式，退火曲线可以分成退火常数不同的几段进行拟合。正向偏置退火效应使得辐照期

间，处于加电状态的激光二极管比处于短路状态的激光二极管退化程度有所减弱。 
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